18 BIULETYN URZEDU

PATENTOWEGO Nr 20/2017

Al (21) 416510 (22) 201603 16
(51) B65G 1/00(2006.01)
A47G 29/124(2006.01)

(71) CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE DA VINCI
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA,
Warszawa

(72) MARKIEWICZ RAFAL

(54) Urzadzenie do przechowywania przesytek
oraz modut do przechowywania przesytek
wielkogabarytowych

(57) Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie (1) do przechowy-
wania przesytek, posiadajace obudowe, zawierajace co najmniej
dwie skrytki, charakteryzujace sie tym, ze co najmniej z jednej
strony obudowy posiada powierzchnie (9), do ktérej zamocowa-
ne sg srodki blokujace (11) przesytke wielkogabarytowa (13) oraz
srodki ustalajace (12) potozenie przesytki wielkogabarytowej (13).
Przedmiotem wynalazku jest réwniez modut (10) do przechowy-
wania przesytek posiadajacy obudowe, charakteryzujacy sie tym,
Ze co najmniej z jednej strony obudowy posiada powierzchnie (9),
do ktérej zamocowane sa $rodki blokujace (11) przesytke wielkoga-
barytowa (13) oraz srodki ustalajgce (12) potozenie przesytki wielko-
gabarytowej (13).

(10 zastrzezeri

DZIAL C

CHEMIA | METALURGIA

Al (21) 421036 (22) 201703 29
(51) C01B 21/06 (2006.01)

B82Y 30/00(2011.01)

C30B 29/40(2006.01)

(71)  AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISEAWA STASZICA W KRAKOWIE, Krakow
(72) JANIKJERZY FRANCISZEK; DRYGAS MARIUSZ

(54) Sposéb wytwarzania nanokrystalicznego azotku
galu o okreslonej strukturze krystalograficznej

(57) Przedmiotem zgtoszenia jest sposdb wytwarzania nanokry-
stalicznego azotku galu o okreslonej strukturze krystalograficznej,
z uzyciem prekursoréw w postaci beztlenowych zwigzkéw galu
typu GaE gdzie E to atomy As, P lub Sb, ktére poddaje sie w reak-
torze przeptywowym dziataniu aktywnego czynnika azotkujacego,
korzystnie amoniaku przy predkosci przeptywu nie przekraczajacej
20 dm3/min i prowadzi reakcje w temperaturze 600-1100°C przez
okres od kilku minut do ponad stu godzin. Sposéb charakteryzuje
sie tym, ze ukfad prekursorowy skfadajacy sie z proszkéw dwaodch
zwigzkéw galu wybranych z grupy zawierajacej GaP, GaAs i GaSb
o $redniej wielkodci krystalitow w zakresie 5-100 um, zmieszanych

w stosunku molowym od 90-10 do 1-99 poddaje sie reakgji z prze-
ptywajacym czynnikiem azotkujacym w temperaturze 800-1100°C,
przez 6-150 godzin, az do catkowitego usuniecia ubocznych pro-
duktoéw lotnych reakcji oraz uzyskania azotku galu w postaci mie-
szaniny fazy regularnej i heksagonalnej. Aby otrzymac wytacznie
faze heksagonalng azotku galu stosuje sie uktady prekursorowe
sktadajace sie z mieszaniny GaP i GaAs lub GaP i GaSb o nadmiarze
fosforku galu, gdzie stosunek molowy GaP:GaAs lub GaP:GaAs wy-
nosi od 99:1 do 91:9, zas reakcje z czynnikiem azotkujacym prowa-
dzi w temperaturze 600-1000°C przez 6-90 godzin.

(1 zastrzezenie)

AT (21) 421037 (22) 201703 29
(51) C01B21/06(2006.01)

B82Y 30/00(2011.01)

C30B 29/40 (2006.01)

(71) AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, Krakow
(72) JANIK JERZY FRANCISZEK; DRYGAS MARIUSZ

(54) Sposob wytwarzania nanokrystalicznego azotku
galu o strukturze heksagonalnej

(57) Przedmiotem zgtoszenia jest sposob wytwarzania nanokry-
stalicznego azotku galu o strukturze heksagonalnej, z uzyciem pre-
kursoréw w postaci beztlenowych zwiazkéw galu typu GaE gdzie
E to atomy As, P lub Sb, ktére poddaje sie w reaktorze przeptywo-
wym dziataniu aktywnego czynnika azotkujacego, korzystnie amo-
niaku przy predkosci przeptywu nie przekraczajacej 20 dm3/min
i prowadzi reakcje w temperaturze 600-1100°C przez okres od kilku
minut do ponad stu godzin, charakteryzuje sie tym, ze ukfad pre-
kursoréw sktadajacy sie z mikrokrystalicznych proszkéw dwaéch
zwigzkow galu takich jak GaP i GaAs lub GaP i GaSb lub GaAs i GaSb,
zmieszanych ze sobg w stosunku molowym 1:99-99:1 wprowadza
sie do wysokoenergetycznego mtyna kulowego i prowadzi syn-
teze mechaniczng w przez 1-10 godzin przy predkosci obrotowej
100-1100 obr/min, do uzyskania mieszaniny o sredniej wielkosci
krystalitow w zakresie 0,01-100 um, ktdéra nastepnie poddaje sie re-
akcji z przeptywajacym czynnikiem azotkujacym, az do catkowite-
go usuniecia ubocznych produktéw lotnych reakgji oraz uzyskania
azotku galu o strukturze heksagonalnej i sredniej wielkosci krysta-
litow 1-100 nm.

(1 zastrzezenie)

AT (21) 416591 (22) 2016 03 22
(51) €03C 1/02(2006.01)
C03C 6/02(2006.01)
C03C 1/00(2006.01)

(71)  AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, Krakdw
(72) WASYLAK JAN; KUCINSKI GRZEGORZ; LISIECKI MAREK

(54) Sposéb modyfikacji odpadowej sttuczki szklanej
przeznaczonej do wytapiania szkfa

(57) Przedmiotem zgfoszenia jest sposéb modyfikacji odpado-
wej sttuczki szklanej, przeznaczonej do wytapiania szkta, polega-
jacy na jej oczyszczeniu i rozdrobnieniu do kawatkow o wielkosci
2-5 cm. Sposdb ten charakteryzuje sie tym, ze sttuczke zrasza sie
woda podgrzang do temperatury 90-100°C, stosujac do 5% wago-
wych wody w stosunku do masy sttuczki, po czym pozostawia sie
ja na okres 15-60 minut.

(1 zastrzezenie)

AT (21) 416592 (22) 2016 03 22
(51) C04B 35/14(2006.01)

Co8L 23/00 (2006.01)

CO8F 2/48 (2006.01)

CO8F 2/06 (2006.01)



